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Bezeichnung : OPTOELEKTRONISCHES MODUL

FIG 1

(57) Abstract: The invention relates to an opto-
electronic module (100) having at least one carrier
(1) with at least one contact location (1A); a semi-
conductor chip (2) emitting radiation, wherein the
semiconductor chip (2) emitting radiation compri-
ses a first contact surface (2A) and a second con-
tact surface (2B); an electrically insulating layer
(4) comprising a first (4A) and a second recess
(4B); at least one electrically conductive conductor
structure (8), wherein the first contact surface (2A)
is disposed on the side of the semiconductor chip
(2) emitting radiation facing away from the carrier
(1), the electrically insulating layer (4) is applied at
least in places to the carrier (1) and the semicon-
ductor chip (2) comprises the first recess (4A) in
the area of the first contact surface (2A) and the se-
cond recess (4B) in the area of the contact location
(1A), the electrically conductive conductor struc-
ture (8) is disposed on the electrically insulating
layer (4) and the first contact surface (2A) electri-
cally contacts the contact location (1A) of the car-
rier (1), and the electrically insulating layer (4) is
formed predominately of a ceramic material.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der néichsten Seite]



WO 2011/032853 A1 IO )00 A OO

Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Es wird ein optoelektronisches Modul (100) angegeben, umfassend einen Trédger (1) mit zumindest einer Kontaktstelle (1A); einen
Strahlungsemittierenden Halbleiterchip (2), wobei der Strahlungsemittierende Halbleiterchip (2) eine erste Kontaktfldche (2A)
und eine zweite Kontaktfldche (2B) aufweist; eine elektrisch isolierende Schicht (4), die eine erste (4A) und eine zweite Ausspa-
rung (4B) autweist; zumindest eine elektrisch leittdhige Leitstruktur (8), wobei die erste Kontaktflache (2A) aut der von dem Tra-
ger (1) abgewandten Seite des Strahlungsemittierenden Halbleiterchips (2) angeordnet ist, die elektrisch isolierende Schicht (4)
zumindest stellenweise auf den Trager (1) und dem Halbleiterchip (2) aufgebracht ist und die erste Aussparung (4A) im Bereich
der ersten Kontaktfldche (2A) und die zweite Aussparung (4B) im Bereich der Kontaktstelle (1A) autweist, die elektrisch leitféhi-
ge Leitstruktur (8) auf der elektrisch isolierenden Schicht (4) angeordnet ist und die erste Kontaktfldche (2A) mit der Kontaktstelle
(1A) des Tragers (1) elektrisch kontaktiert, und die elektrisch isolierende Schicht (4) {iberwiegend mit einem keramischen Materi-
al gebildet ist.
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Beschreibung

Optoelektronisches Modul

Es wird ein optoelektronisches Modul angegeben.

Eine zu losende Aufgabe besteht darin, ein optoelektronisches
Modul anzugeben, welches besonders alterungsstabil ist und

eine hohe Lebensdauer aufweist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2009 042 205.6, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Moduls umfasst dieses einen Trager mit zumindest einer
Kontaktstelle. Bei dem Tradger kann es sich um eine
Leiterplatte oder einen Tragerrahmen (Leadframe) handeln.
Ebenso ist denkbar, dass der Trager flexibel und
beispielsweise als Folie ausgebildet ist. Der Trager kann mit
einem elektrisch leitenden Material, beispielsweise einem
Metall, oder einem elektrisch isolierenden Material,
beispielsweise einem duro- oder thermoplastischen oder auch
einem keramischen Material, gebildet sein. Ist der Trager mit
einem elektrisch isolierenden Material gebildet, ist denkbar,
dass der Trager an einer Montagefldche und/oder einer der
Montagefldche gegeniiberliegenden Rodenflache Anschlussstellen
und Leiterbahnen aufweist. Die zumindest eine Kontaktstelle
ist mit einem elektrisch leitfdhigen Material, beispielsweise

einem Metall, gebildet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das

optoelektronische Modul einen strahlungsemittierenden
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Halbleiterchip, wobei der strahlungsemittierende
Halbleiterchip eine erste Kontaktfldche und eine zweite
Kontaktfldche aufweist. Die beiden Kontaktfldchen dienen zur
Kontaktierung des strahlungsemittierenden Halbleiterchips.
Beispielsweise ist der strahlungsemittierende Halbleiterchip
mit der zweiten Kontaktflache auf einer Anschlussstelle des
Tragers befestigt und elektrisch kontaktiert. Bei dem
strahlungsemittierenden Halbleiterchip kann es sich
beispielsweise um einen Lumineszenzdiodenchip handeln. Bei
dem Lumineszenzdiodenchip kann es sich um einen Leucht- oder
Laserdiodenchip handeln, dessen strahlungserzeugende aktive
Zone Strahlung im Bereich von ultraviolettem bis infrarotem
Licht emittiert. Die erste und die zweite Kontaktfladche des
strahlungsemittierenden Halbleiterchips sind vorzugsweise mit
einem elektrisch leitfdhigen Material, beispielsweise einem

Metall, gebildet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Modul eine elektrisch isolierende Schicht,
die eine erste und eine zweite Aussparung aufweist.
Beispielsweise sind die Aussparungen mittels eines
Materialabtrags erzeugt. Die beiden Aussparungen sind dann
zum Beispiel seitlich von der elektrisch isolierenden Schicht
begrenzt und weisen jeweils zweil sich gegeniiberliegende
Offnungen auf. Vorzugsweise sind die beiden Aussparungen dann

von auBen frei zuganglich.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Moduls ist die erste Kontaktflache auf der von dem Trager
abgewandten Seite des strahlungsemittierenden Halbleiterchips
angeordnet. Beispielsweise ist die erste Kontaktfldche an der
Oberfldache auf der von dem Trager abgewandten Seite des

strahlungsemittierenden Halbleiterchips aufgebracht.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Modul zumindest eine elektrisch leitfahige
Leitstruktur. Beili der elektrisch leitfadhigen Leitstruktur
kann es sich beispielsweise um elektrische Leiterbahnen
handeln, die bevorzugt mit einem Metall oder einer
Metalllegierung gebildet sind. Ebenso ist denkbar, dass die
elektrisch leitfahige Leitstruktur mit einem elektrisch

leitfahigen Klebstoff oder einer Metallpaste gebildet ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Moduls ist die elektrisch isolierende Schicht zumindest
stellenweise auf den Trager und den Halbleiterchip
aufgebracht. Vorzugsweise ist die elektrisch isolierende
Schicht an diesen Stellen formschliissig angeformt, sodass
sich zwischen der elektrisch isolierenden Schicht und den von
der elektrisch isolierten Schicht bedeckten Stellen weder ein

Spalt noch eine Unterbrechung ausbildet.

Ferner weist die elektrisch isolierende Schicht die erste
Aussparung im Bereich der ersten Kontaktfldche und die zweite
Aussparung im Bereich der Kontaktstelle auf. Aussparung und
Kontaktfldche/Kontaktstelle sind somit zumindest stellenweise
deckungsgleich zueinander angeordnet, sodass der
strahlungsemittierende Halbleiterchip von auBen durch die in
der elektrisch isolierenden Schicht eingebrachten

Aussparungen hindurch kontaktiert werden kann.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Moduls ist die elektrisch leitfahige Leitstruktur auf der
elektrisch isolierenden Schicht angeordnet und kontaktiert
die erste Kontaktflache mit der Kontaktstelle des Tragers

elektrisch. Vorzugsweise ist die elektrisch leitfahige
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Leitstruktur an die elektrisch isolierende Schicht
formschliissig angeformt. Mit anderen Worten bildet sich
vorzugsweise zwischen der elektrisch isolierenden Schicht und
der elektrisch leitfdhigen Leitstruktur weder ein Spalt noch
eine Unterbrechung aus. Dazu ist die elektrisch leitfahige
Leitstruktur auf die elektrisch isolierende Schicht
beispielsweise mittels Siebdruck, eines Jet- oder
Dispensverfahrens oder eines Spritzverfahrens aufgebracht.
Beispielsweise sind die Aussparungen zumindest stellenweise
mit der Leitstruktur gefiillt. Vorzugsweise durchdringt die
elektrisch leitfahige Leitstruktur die Aussparungen, sodass
die elektrisch leitfdhige Leitstruktur mit dem Halbleiterchip
vollstandig kontaktiert ist. Die Aussparung ist zum Beispiel
mit dem Material der elektrisch leitfahigen Leitstruktur

befullt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Moduls ist die elektrisch isolierende Schicht tUberwiegend mit
einem keramischen Material gebildet. "Uberwiegend" heilt,
dass die elektrisch isolierende Schicht wenigstens 50 Gew-%,
bevorzugt wenigstens 75 Gew-%, keramisches Material enthalt.
Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch, dass die elektrisch
isolierende Schicht vollstandig aus einem keramischen
Material besteht. Ferner ist es mdéglich, dass die elektrisch
isolierende Schicht aus einer Glaskeramik besteht, die aus
einer Glasschmelze durch gesteuerte Kristallisation

hergestellt ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Modul einen Trager mit zumindest einer
Kontaktstelle und einen strahlungsemittierenden
Halbleiterchip, wobei der strahlungsemittierende

Halbleiterchip eine erste Kontaktfldche und eine zweite
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Kontaktflache aufweist. Ferner umfasst das optoelektronische
Modul eine elektrisch isolierende Schicht, die eine erste und
eine zweite Aussparung aufweist, sowie zumindest eine
elektrisch leitfdhige Leitstruktur. Die erste Kontaktflédche
ist auf der von dem Trager abgewandten Seite des
strahlungsemittierenden Halbleiterchips angeordnet. Ferner
ist die elektrisch isolierende Schicht zumindest stellenweise
auf den Trager und den Halbleiterchip aufgebracht und weist
die erste Aussparung im Bereich der ersten Kontaktfldche und
die zweite Aussparung im Bereich der zweiten Kontaktstelle
auf. Die elektrisch leitfiahige Leitstruktur ist auf der
elektrisch isolierenden Schicht angeordnet und kontaktiert
die erste Kontaktflidche mit der Kontaktstelle des Tragers
elektrisch. Ferner ist die elektrisch isolierende Schicht

iberwiegend mit einem keramischen Material gebildet.

Das hier beschriebene optoelektronische Modul beruht dabei
unter anderem auf der Erkenntnis, dass eine mit organischen
Materialien gebildete elektrisch isolierende Schicht, die
beispielsweise bei optoelektronischen Modulen mit planarer
Kontaktierung Verwendung findet, wenig alterungsstabil ist.
Das heiBt, dass externe Einfliisse wie beispielsweise
Bestrahlung, Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen das
Material der elektrisch isolierenden Schicht beschadigen.
Dies fihrt bereits nach kurzer Retriebsdauer des
optoelektronischen Moduls beispielsweise zu einer briichigen
elektrisch isolierenden Schicht. Das heilt, dass ein solches
optoelektronisches Modul bereits nach kurzer Betriebsdauer

alterungsbedingte Schédden aufweisen kann.

Um ein optoelektronisches Modul zu schaffen, welches
besonders alterungsstabil ist, macht das hier beschriebene

optoelektronische Modul unter anderem von der Idee Gebrauch,



10

15

20

25

30

WO 2011/032853 PCT/EP2010/063035

die elektrisch isolierende Schicht lberwiegend mit einem
keramischen Material zu bilden. Keramische Materialien sind
insbesondere bei duBerer Strahlungs- und Hitzeeinwirkung
alterungsstabiler, wodurch eine solche elektrisch isolierende
Schicht selbst unter starker adulerer BReanspruchung auch nach

langerer Betriebsdauer kaum Materialschaden aufweist.

Vorteilhaft wird so ein optoelektronisches Modul geschaffen,

welches eine stark erhdohte Lebensdauer aufweist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Modul zumindest zwei strahlungsemittierende
Halbleiterchips, wobei die elektrisch isolierende Schicht
stellenweise zwischen den strahlungsemittierenden
Halbleiterchips angeordnet ist. Beispielsweise sind zwischen
den Halbleiterchips Zwischenraume ausgebildet. Mit anderen
Worten sind die Halbleiterchips dann beabstandet zueinander
angeordnet. Beispielsweise sind die Zwischenradume mit dem
Material der elektrisch isolierenden Schicht befiillt.
Vorzugsweise berithrt dann die elektrisch isolierende Schicht
Seitenflachen der Halbleiterchips und bedeckt diese

formschlissig.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Moduls ist die elektrisch isolierende Schicht bis auf die
Aussparungen formschliissig auf die freiliegenden AuBenfldchen
des optoelektronischen Moduls aufgebracht. Das heiBt, dass
sich zwischen den freiliegenden AuBenfldchen des
optoelektronischen Moduls und der elektrisch isolierenden
Schicht weder ein Spalt noch eine Unterbrechung ausbildet.
Die elektrisch isolierende Schicht tUbernimmt in diesem Fall
die Funktion einer Einkapselungsschicht, beispielsweise der

strahlungsemittierenden Halbleiterchips. Das kann heiBen,
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dass die Halbleiterchips von der elektrisch isolierenden
Schicht bis auf Bereiche der elektrischen Kontaktierung
vollstandig eingekapselt sind. Dadurch erfolgt vorteilhaft
ein Schutz der strahlungsemittierenden Halbleiterchips vor

mechanischen Einfliissen, wie beispielsweise Stolen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Moduls ist die elektrisch isolierende Schicht
strahlungsdurchlédssig und bedeckt eine
Strahlungsaustrittsfldche des Halbleiterchips stellenweise.
"Strahlungsdurchlédssig" bedeutet, dass die elektrisch
isolierende Schicht bevorzugt die von der aktiven Schicht
emittierte Strahlung lediglich teilweise absorbiert. Die von
den strahlungsemittierenden Halbleiterchips emittierte
elektromagnetische Strahlung kann so zumindest teilweise
durch die elektrisch iscolierende Schicht aus dem

optoelektronischen Modul ausgekoppelt werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Moduls besteht die elektrisch isolierende Schicht aus einem
keramischen Leuchtstoff. Ist die elektrisch isolierende
Schicht stellenweise auf die Strahlungsaustrittsfldche des
Halbleiterchips aufgebracht, so kann die elektrisch
isolierende Schicht von dem Halbleiterchip primdr emittierte
elektromagnetische Strahlung teilweise absorbieren und
zumindest teilweise die primdr emittierte Strahlung in
Strahlung anderer Wellenlange umwandeln und wieder
reemittieren. Die elektrisch isolierende Schicht hat also die
Funktion eines Lichtkonverters. Beispielsweise besteht die

elektrisch isolierende Schicht dann aus YAG:Ce.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen

Moduls verlauft die erste Aussparung in der elektrisch
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isolierenden Schicht durchgédngig zwischen der
Strahlungsaustrittsflache des Halbleiterchips und dem Trager
entlang von Seitenfldchen des Halbleiterchips und ist
seitlich durch die Kontaktflache und den Trager begrenzt. Das
kann heiBen, dass die Strahlungsaustrittsfliche sowie eine
oder mehrere der Seitenfldchen des Halbleiterchips zumindest

stellenweise "freiliegen".

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Moduls verlauft die erste Aussparung in der elektrisch
isolierenden Schicht durchgédngig zwischen benachbarten
Halbleiterchips und ist durch die Kontaktfldchen seitlich
begrenzt. "Benachbart" heilt in diesem Zusammenhang, dass die
Halbleiterchips beispielsweise paarweise angeordnet sind und
jedes Paar zwischen sich den Zwischenraum ausbildet. Der
Zwischenraum ist nicht von der elektrisch leitenden Schicht
abgedeckt und somit "freiliegend". Ferner ist in diesem
Zusammenhang denkbar, dass neben dem freiliegenden
Zwischenraum ebenso stellenweise die
Strahlungsaustrittsflachen der Halbleiterchips frei von der

elektrisch isolierenden Schicht sind.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Moduls ist zwischen den Halbleiterchips eine
Isolationsschicht angeordnet. Beispielsweise fillt die
Isolationsschicht die Zwischenrdaume zwischen den
Halbleiterchips zumindest stellenweise formschlissig aus.
Ferner ist denkbar, dass die Isolationsschicht und die
elektrisch isolierende Schicht mit dem gleichen Material

gebildet sind.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen

Moduls i1st die elektrisch isolierende Schicht eine Folie.
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Vorzugsweise weist die elektrisch isolierende Schicht dann
eine Schichtdicke wvon 10 bis 300 pum, vorzugsweise von 150 um,
auf. Ebenso ist es mdglich, dass die elektrisch isolierende
Schicht aus einer Vielzahl einzelner Folien besteht, die
ilbereinander angeordnet, beispielsweise aufgeklebt, sein
kénnen und so einen stapelfdrmigen Folienverbund ausbilden.
In diesem Zusammenhang ist es denkbar, dass es sich bei den
Folien um Hybridfolien oder auch um Multilayerfolien handelt.
"Hybridfolien" bezeichnet beispielsweise eine Folie, die mit
einem keramischen Material in einer Polymermatrix gebildet
ist. "Multilayerfolien" sind beispielsweise Keramikfolien mit

einer Kleberbeschichtung.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Moduls ist die elektrisch isolierende Schicht mittels eines
Laminierprozesses aufgebracht. Handelt es sich bei der
elektrisch isolierenden Schicht um eine Folie, so kann sie
mittels des Laminierprozesses auf freiliegende AuBenflachen,
beispielsweise der Halbleiterchips und der Montagefliche des

Tragers, auflaminiert werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des optoelektronischen
Moduls ist die elektrisch isolierende Schicht mittels eines
Sinterprozesses aufgebracht. Beigpielsweise wird dazu das
aufgebrachte Material der elektrisch isolierenden Schicht
mittels hoch energetischem Laserlichts oder mittels
thermischen Sinterns ausgeformt. Dazu liegt das Material der
elektrisch isolierenden Schicht beispielsweise in Form eines

Nanopulvers oder eines Composites vor.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist die elektrisch
isolierende Schicht mittels eines Mold-Prozesses aufgebracht.

Beispielsweise wird dazu vor dem Aufbringen des Materials der
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elektrisch isolierenden Schicht ein Stempel auf die
Kontaktstellen/-fldchen aufgebracht der die Kontaktstellen/
-flachen abdeckt. In einem weiteren Schritt kann dann das
Material der elektrisch isolierenden Schicht aufgespritzt
werden. Nach dem Ausharten kénnen dann die Stempel entfernt
werden, wodurch die Aussparungen in der elektrisch
isolierenden Schicht freigelegt werden. Vorzugsweise liegt
dann das Material der elektrisch isolierenden Schicht in Form

einer Dispersion oder eines Aerosols vor.

Bei den Merkmalen, wonach die elektrisch isolierende Schicht
iber einen Laminierprozess, einen Sinterprozess oder einen
Mold-Prozess aufgebracht ist, handelt es sich um jeweils
gegenstandliche Merkmale, da die Aufbringungsmethode direkt

am optoelektronischen Modul nachweisbar ist.

Ebenso ist denkbar, dass die elektrisch isolierende Schicht
aufgespritht wird. Dazu liegt das Material der elektrisch
isolierenden Schicht beispielsweise in fliichtiger Losung oder

in einer Polymermatrix vor.

Ferner kann das Material der elektrisch isolierenden Schicht
mittels selektivem Abscheiden, zum Beispiel mittels eines
Plasmaprozesses, eines Plasma-Spray-Prozesses oder mittels

Sputtern aufgebracht werden.

Ebenso ist denkbar, dass die elektrisch isolierende Schicht
mittels eines Schablonendruckverfahrens aufgebracht ist. Dazu
wird eine vorgefertigte Schablone auf den Trager und die
Halbleiterchips aufgelegt, welche beispielsweise im Bereich
der Kontaktstellen/-fldchen Abdeckungen aufweist. Mittels
eines derartigen Schablonenrasters bleiben nach dem

Aufdrucken des Materials Bereiche vom Material der elektrisch
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isolierenden Schicht frei, die dann die Aussparungen der

elektrisch isolierenden Schicht bilden.

Im Folgenden wird das hier beschriebene optoelektronische
Modul anhand von Ausfihrungsbeispielen und den dazugehdrigen

Figuren naher erlautert.

Die Figuren 1 und 2 zeigen schematische Ansichten von
Ausfihrungsbeispielen eines hier beschriebenen

optoelektronischen Moduls.

Die Figuren 3a bis 3d zeigen einzelne Fertigungsschritte zur
Herstellung eines Ausfihrungsbeispiels eines hier

beschriebenen optoelektronischen Moduls.

In den Ausfihrungsbeispielen und den Figuren sind gleiche
oder gleich wirkende Bestandteile jeweils mit den gleichen
Bezugszeichen versehen. Die dargestellten Elemente sind nicht
als maBstabsgerecht anzusehen, vielmehr kénnen einzelne
Elemente zum besseren Verstandnis lUbertrieben grof

dargestellt sein.

Die Figur 1 zeigt in einer schematischen Seitenansicht ein
Ausfihrungsbeispiel eines hier beschriebenen
optoelektronischen Moduls 100. Ein Trager 1 weist eine
Kontaktstelle 1A auf. Auf eine Montagefldche 11 ist ein
strahlungsemittierender Halbleiterchip 2 aufgebracht, der
eine aktive Zone zur Erzeugung von elektromagnetischer
Strahlung aufweist. Ferner weist der strahlungsemittierende
Halbleiterchip 2 eine erste Kontaktflache 2A und eine zweite
Kontaktflache 2B auf. Der strahlungsemittierende
Halbleiterchip 2 ist mit seiner zweiten Kontaktflache 2A auf

die Montagefliache 11 des Tragers 1 aufgebracht und dort mit
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dem Trager 1 elektrisch kontaktiert. Beispielsweise ist der
strahlungsemittierende Halbleiterchip 2 aufgeklebt oder
mittels eines Lotmaterials mit dem Tradger 1 verbunden. Auf
freiliegende Seitenflachen 9 des Halbleiterchips 2 sowie eine
Strahlungsaustrittsflache 3 des Halbleiterchips 2 ist
stellenweise eine elektrisch isolierende Schicht 4
formschlissig aufgebracht. Ferner bedeckt die elektrisch
isolierende Schicht 4 die Montageflache 11 des Tragers 1 im
Bereich 21, sodass die elektrisch isolierende Schicht 4
zwischen der Kontaktstelle 1A und der ersten Kontaktfladche 2A
ohne Unterbrechung verlauft. Die elektrisch isolierende
Schicht 4 weist eine erste Aussparung 4A auf, die durchgangig
zwischen der Strahlungsaustrittsfldche 3 entlang der
Seitenflache 9 bis zum Trager 1 hin verlauft. Die erste
Aussparung 4A ist daher von dem Trager 1 und der ersten
Kontaktflache 2A seitlich begrenzt. Die
Strahlungsaustrittsflache 3 des strahlungsemittierenden
Halbleiterchips 2 ist dann stellenweise frei von der
elektrisch isolierenden Schicht 4. Eine elektrisch leitfahige
Leitstruktur 8 kontaktiert die erste Kontaktfldche 2A mit der
Kontaktstelle 1A des Tragers 1 elektrisch. Vorliegend ist die
elektrisch leitfahige Leitstruktur 8 auf die elektrisch
isolierende Schicht 4 und den beiden Kontaktflachen 1A und 2A
aufgedruckt. Bei der elektrisch isolierenden Schicht 4
handelt es sich vorliegend um eine Folie, die mittels eines
Laminierprozesses aufgebracht ist. In dem Ausfihrungsbeispiel
gemadll Figur 1 besteht die elektrisch isolierende Schicht 4
aus einem keramischen Material. Ebenso ist denkbar, dass die
elektrisch isolierende Schicht 4 aus einem keramischen
Leuchtstoff besteht und die elektrisch isolierende Schicht 4
zumindest teilweise von vom strahlungsemittierenden

Halbleiterchip 2 primdr emittierte elektromagnetische
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Strahlung in Strahlung anderer Wellenlange umwandelt, sodass

das optoelektronische Modul 100 Mischlicht emittiert.

Die Figur 2 zeigt das optoelektronische Modul 100 mit zwei
nebeneinander angeordneten strahlungsemittierenden
Halbleiterchips 2. Die Halbleiterchips 2 bilden zwischen sich
einen Zwischenraum 12 aus, der seitlich jeweils durch die
Seitenflachen 9 sowie durch den Trager 1 begrenzt ist. In dem
Zwischenraum 12 ist eine Isolationsschicht 5 angeordnet, die
den Zwischenraum 12 zumindest stellenweise ausfillt und
formschliissig auf die Seitenflachen 9 und den Trager 1
aufgebracht ist. Ebenso ist denkbar, dass anstatt oder
zusdtzlich zur Isolationsschicht 5 die elektrisch isolierende
Schicht 4 in den Zwischenraum 12 eingebracht ist. Die erste
Aussparung 4A verlauft ohne Unterbrechung zwischen den beiden
Halbleiterchips 2 und ist durch die Kontaktflichen 2A
seitlich begrenzt. Dies hat zur Folge, dass die
Strahlungsaustrittsflachen 3 der Halbleiterchips zumindest

stellenweise freiliegen.

Die Figuren 3a bis 3d zeigen einzelne Fertigungsschritte zur
Herstellung eines Ausfiihrungsbeispiels eines hier
beschriebenen optoelektronischen Moduls 100. Dazu wird
zundchst, wie in der Figur 3a dargestellt, der Trager 1
bereitgestellt, wobei auf die Montagefldche 11 des Tréagers 1
die Halbleiterchips 2 aufgebracht sind.

In einem weiteren Schritt werden, wie in der Figur 3b
gezeigt, die Kontaktflachen 1A des Tragers 1 und die
Kontaktflachen 2A der Halbleiterchips 2 mit einem Lack 50
abgedeckt. Alternativ kdénnen die Kontaktfladchen mit Folien,

einem Wachs oder anderen Haftungsschichten abgedeckt werden.
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Gemdl der Figur 3¢ wird in einem weiteren Schritt auf
freiliegende AuBenflachen des optoelektronischen Moduls 100
das Material der elektrisch isolierenden Schicht 4
aufgebracht, sodass die Seitenfldchen 9 und die
Strahlungsaustrittsflachen 3 zumindest stellenweise mit der
elektrisch isolierenden Schicht 4 bedeckt sind. Das
Aufbringen kann beispielsweise mittels eines Sinter- oder
Moldprozesses geschehen. Ebenso ist denkbar, dass die
elektrisch isolierende Schicht 4 mittels eines

Laminierprozesses oder eines Sprihprozesses aufgebracht wird.

Ferner kann das Material der elektrisch isolierenden Schicht
4 mittels selektivem Abscheiden, zum Beispiel mittels eines
Plasmaprozesses, eines Plasma-Spray-Prozesses oder mittels

Sputtern aufgebracht werden.

In einem weiteren Schritt wird in der Figur 3d mittels eines
physikalischen und/oder mechanischen Materialabtrags der Lack
50 entfernt, sodass zumindest die Kontaktfldchen 1A und 2A

freiliegen.

Die Strahlungsaustrittsflachen 3 sind dann mit dem Material
der elektrisch isolierenden Schicht 4 bis auf die Stellen, an
denen die Kontaktfldchen 2A verlaufen, vollstandig bedeckt,
wobei vorliegend die elektrisch isolierende Schicht 4 mit
einer strahlungsdurchlassigen Keramik gebildet ist oder aus

einem keramischen Leuchtstoff besteht.

In einem letzten Schritt kann die Ankontaktierung der
Halbleiterchips 2 iber die elektrisch leitfahigen
Leitstrukturen 8 an Stellen der Kontaktstellen 1A und 2A

erfolgen.
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Alternativ kann die Aufbringung der elektrisch isolierenden
Schicht 4 mittels der Verwendung einer vorstrukturierten
Maske erfolgen. Beispielsweise kann die elektrisch
isolierende Schicht 4 dann durch einen Sprihprozess, zum

Beispiel mittels Plasmaabscheidung, aufgebracht werden.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfihrungsbeispiele beschrankt. Vielmehr umfasst die
Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination wvon
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den
Patentanspriichen oder den Ausfiihrungsbeispielen angegeben

ist.
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Modul (100), umfassend

- einen Tradger (1) mit zumindest einer Kontaktstelle (1A);

- einen strahlungsemittierenden Halbleiterchip (2), wobei der
strahlungsemittierende Halbleiterchip (2) eine erste
Kontaktfldche (2A) und eine zweite Kontaktfladche (2B)
aufweist;

- eine elektrisch isolierende Schicht (4), die eine erste
(4A) und eine zweite Aussparung (4B) aufweist;

- zumindest eine elektrisch leitfdhige Leitstruktur (8),
wobei

- die erste Kontaktflache (2A) auf der von dem Trager (1)
abgewandten Seite des strahlungsemittierenden Halbleiterchips
(2) angeordnet ist,

- die elektrisch isolierende Schicht (4) zumindest
stellenweise auf den Trager (1) und dem Halbleiterchip (2)
aufgebracht ist und die erste Aussparung (4A) im Bereich der
ersten Kontaktfldache (2A) und die zweite Aussparung (4B) im
Bereich der Kontaktstelle (1A) aufweist,

- die elektrisch leitfdhige Leitstruktur (8) auf der
elektrisch isolierenden Schicht (4) angeordnet ist und die
erste Kontaktfldche (2A) mit der Kontaktstelle (1A) des
Tragers (1) elektrisch kontaktiert, und

- die elektrisch isolierende Schicht (4) tberwiegend mit

einem keramischen Material gebildet ist.

2. Optoelektronisches Modul (100) nach dem vorhergehenden
Anspruch,

mit zumindest zweil strahlungsemittierenden Halbleiterchips
(2), wobei die elektrisch isolierende Schicht (4)
stellenweise zwischen den strahlungsemittierenden

Halbleiterchips (2) angeordnet ist.



10

15

20

25

30

WO 2011/032853 PCT/EP2010/063035
17

3. Optoelektronisches Modul (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem die elektrisch isolierende Schicht (4) bis auf die
Aussparungen (4A, 4B) formschlissig auf die freiliegenden
AuBenflédchen des optoelektronischen Moduls (100) aufgebracht

ist.

4. Optoelektronisches Modul (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem die elektrisch isolierende Schicht (4)
strahlungsdurchlassig ist und eine Strahlungsaustrittsflache

(3) des Halbleiterchips (2) stellenweise bedeckt.

5. Optoelektronisches Modul (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,
bei dem die elektrisch isolierende Schicht (4) aus einem

keramischen Leuchtstoff besteht.

6. Optoelektronisches Modul (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem die erste Aussparung (4A) in der elektrisch
isolierenden Schicht (4) durchgangig zwischen der
Strahlungsaustrittsflache (3) des Halbleiterchips (2) und dem
Trager (1) entlang von Seitenfldchen (9) des Halbleiterchips
(2) verlauft und durch die ersten Kontaktflachen (2A) und den

Trager (1) seitlich begrenzt ist.

7. Optoelektronisches Modul (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,

bei dem sich die erste Aussparung (4A) in der elektrisch
isolierenden Schicht (4) durchgadngig zwischen benachbarten
Halbleiterchips (2) verlauft und durch die Kontaktfladchen

(2A) seitlich begrenzt ist.
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8. Optoelektronisches Modul (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,
bei dem zwischen den Halbleiterchips (2) eine

Isolationsschicht (5) angeordnet ist.

9. Optoelektronisches Modul (100) nach einem der
vorhergehenden Anspriche,
bei dem die elektrisch isolierende Schicht (4) eine Folie

ist.

10. Optoelektronisches Modul (100) nach dem vorhergehenden
Anspruch,
bei dem die elektrisch isolierende Schicht (4) mittels eines

Laminierprozesses aufgebracht ist.

11. Optoelektronisches Modul (100) nach einem der Anspriche 1
bis 8,
bei dem die elektrisch isolierende Schicht (4) mittels eines

Sinterprozesses aufgebracht ist.

12. Optoelektronisches Modul (100) nach einem der Anspriche 1
bis 8,
bei dem die elektrische isolierende Schicht (4) mittels eines

Moldprozesses aufgebracht ist.



PCT/EP2010/063035

WO 2011/032853

1/2

FIG 2



PCT/EP2010/063035

WO 2011/032853

2/2

FIG 3a
1A

1

FIG 3b

hY

17

HG 3¢

FG 3d




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2010/063035

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. HO1L25/075 HO1L33/44
ADD. HO1L33/50 HO1L33/62

According to International Patent Classification (IPC) or 1o both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

HOIL HO1K

Documentation searched other than minimum documentation fo the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consutled during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X WO 2007/025521 A2 (OSRAM OPTO 1,3,4,6
SEMICONDUCTORS GMBH [DE]; WEIDNER KARL
[DE]) 8 March 2007 (2007-03-08)

Y page 6, line 32 - page 8, line 33; figure 1-12
1
Y DE 10 2008 019902 A1 (OSRAM OPTO 1-12

SEMICONDUCTORS GMBH [DE])

25 June 2009 (2009-06-25)

paragraph [0053] - paragraph [0060];
figures 1,2

A US 2007/241661 A1 (YIN CHUA B [MY]) 5
18 October 2007 (2007-10-18)
paragraph [0021] - paragraph [0025]

—_— L

m Further documents are listed in the continuation of Box C. E See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
P 8 "T* later document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the application but

“A® document defining the general state of the art which is not cited o understand the principle or theory underlying the

considered 1o be of particular relevance

invention
E* earlier document but published on or after the international *X* document of particutar relevance; the claimed invention
filing date cannot be considered novel or cannot be considered 1o
*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or involve an inventive step when the document is taken alone

which is cited 1o establish the publication date of another

citation or other special reason (as specified) Y* document of particular relevance; the claimed invention

cannot be considered to involve an inventive step when the

*O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such docu~
other means ments, such combination being obvious to a person skilled
*P* document published prior to the intemnational filing date but in the art.
later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the interational search Date of mailing of the intemational search report
21 December 2010 29/12/2010
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040, <
Fax: (+31~70) 340-3016 Ott, André

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (April 2005)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2010/063035
C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT
Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.
A DE 10 2007 011123 A1 (OSRAM OPTO 1-12
SEMICONDUCTORS GMBH [DE])

11 September 2008 (2008-09-11)
paragraphs [0034] - [0038]; figures 1,2

Form PCT/ASA/210 (continuation of second sheet) (Aprit 2005)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2010/063035
Patent document Publication Patent family Publication

cited in search report date member(s) date

WO 2007025521 A2 08-03-2007 CN 101253623 A 27-08-2008
DE 102005041099 Al 29-03-2007
EP 1920462 A2 14-05-2008
JP 2009506558 T 12-02-2009
KR 20080039904 A 07-05-2008
US 2009278157 Al 12-11-2009

DE 102008019902 Al 25-06-2009 CN 101904005 A 01-12-2010
WO 2009079985 A2 02-07-2009
EP 2223337 A2 01-09-2010
KR 20100114042 A 22-10-2010
US 2010301355 Al 02-12-2010

US 2007241661 Al 18-10-2007  NONE

DE 102007011123 Al 11-09-2008 CN 101636839 A 27-01-2010
WO 2008106941 Al 12-09-2008
EP 2130225 Al 09-12-2009
KR 20090117905 A 13-11-2009
Us 2010117103 Al 13-05-2010

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (April 2005)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2010/063035

A. KLASSIFIZIERUNG PES ANMELDUNGSGEG a&zTANDES

INV. HO1L25/075 HO1L33
ADD. HO1L33/50 HO1L33/62

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Kiassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

HOIL HO1K

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprisfstoff gehdrende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete falien

Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* | Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit efforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

X WO 2007/025521 A2 (OSRAM OPTO 1,3,4,6
SEMICONDUCTORS GMBH [DE]; WEIDNER KARL
[DE]) 8. Marz 2007 (2007-03-08)

Y Seite 6, Zeile 32 - Seite 8, Zeile 33; 1-12
Abbildung 1

Y DE 10 2008 019902 A1 (OSRAM OPTO 1-12
SEMICONDUCTORS GMBH [DE])

25. Juni 2009 (2009-06-25)

Absatz [0053] - Absatz [0060]; Abbildungen
1,2

A US 2007/241661 A1 (YIN CHUA B [MY]) 5
18. Oktober 2007 (2007-10-18)
Absatz [0021] - Absatz [0025]

-/—

m Weitere Veréffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmenm Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen b Spélel(’;e Ve;éffentlk;t&ung, die nz}lfch cllgln imegleation‘aler:’ Anmgeldedaium
e A o : : . i oder dem Prioritatsdatum ver6ffentlicht worden ist und mit der
A v:;gfﬁ?gf‘;g‘ gb,edsloengzr'lsaélggemu?m asr‘lzzlﬂgegga Tgc hnik definert, Anmeldung nicht kol_lidiert, sonde_am_nur zum Ve!sténdnis des_ der
. X i . Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
*E* alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedatum verdffentlicht worden ist *X* Verdfientlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
“L" Verdffentiichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er— kann allein aufgrund dieser VerSffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Ver6ffentlichung belegt werden vy« yarsftentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Exfindung
soll odgr die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet
...,  ausgefihr) o o werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen
O" Verdffentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung, ] Veroftentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
p Vemeﬁ Be'[‘lﬂZU"Q, eine Aussteliung oder anderz Mﬁﬂk';eahmen bezieht h diese Verbindung fir einen Fachmann naheliegend ist
*P* Veréftentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber na ags . . e Lo
dem beanspruchten Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist & Verofientlichung, die Mitglied derselben Patentfamifie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
21. Dezember 2010 29/12/2010
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehérde Bevoliméchtigter Bediensteter
Européisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL — 2280 HV Rijswik
Tel. (+31-70) 340-2040, Py
Fax: (+31-70) 340-3016 Ott, André

Fommblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (April 2005)



- INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationaies Aktenzeichen

PCT/EP2010/063035

C. (Fortsetzung) - ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*

Bezeichnung der Veréffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Betr. Anspruch Nr.

A

DE 10 2007 011123 A1 (OSRAM OPTO
SEMICONDUCTORS GMBH [DE])

11. September 2008 (2008-09-11)

Absatze [0034] - [0038]; Abbildungen 1,2

1-12

Formnbilatt PCTASA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2005)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Verdffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehGren

Intemationales Aklenzeichen

PCT/EP2010/063035
Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefiihrtes Patentdokument Verdffentlichung Patentfamilie Verbffentlichung

WO 2007025521 A2 08-03-2007 CN 101253623 A 27-08-2008
DE 102005041099 Al 29-03-2007
EP 1920462 A2 14-05-2008
JP 2009506558 T 12-02-2009
KR 20080039904 A 07-05-2008
US 2009278157 Al 12-11-2009

DE 102008019902 Al 25-06-2009 CN 101904005 A 01-12-2010
WO 2009079985 A2 02-07-2009
EP 2223337 A2 01-09-2010
KR 20100114042 A 22-10-2010
US 2010301355 Al 02-12-2010

US 2007241661 Al 18-10-2007 KEINE

DE 102007011123 Al 11-09-2008 CN 101636839 A 27-01-2010
WO 2008106941 Al 12-09-2008
EP 2130225 Al 09-12-2009
KR 20090117905 A 13-11-2009
Us 2010117103 Al 13-05-2010

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)




	Page 1 - front-page
	Page 2 - front-page
	Page 3 - description
	Page 4 - description
	Page 5 - description
	Page 6 - description
	Page 7 - description
	Page 8 - description
	Page 9 - description
	Page 10 - description
	Page 11 - description
	Page 12 - description
	Page 13 - description
	Page 14 - description
	Page 15 - description
	Page 16 - description
	Page 17 - description
	Page 18 - claims
	Page 19 - claims
	Page 20 - claims
	Page 21 - drawings
	Page 22 - drawings
	Page 23 - wo-search-report
	Page 24 - wo-search-report
	Page 25 - wo-search-report
	Page 26 - wo-search-report
	Page 27 - wo-search-report
	Page 28 - wo-search-report

